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【はじめに】我々の研究グループは、六角柱状の 3 次元結晶である Core-shell 型 GaN ナノ

ワイヤ(NW)を用い、高効率な長波長領域の GaInN/GaN系量子殻 NW LEDを目指している。

NWは、非極性面(m面)に量子殻活性層(Multiple-Quantum-shell :MQS)を形成するためピエゾ

電界が生じず QCSEの抑制が可能[1]である。また、3 次元構造のため発光面積の増大、発光

効率向上が期待できる。量子殻 LED は、NW 側面（m 面）からの青色発光と、NW 上部の

c 面に多く発生する結晶欠陥起因と考えられる赤色発光が観察される。c 面の結晶欠陥は、

p-GaN殻の形状に影響を受けるため、p-GaN殻成長時の TMG流量を変化させ、形状の異な

る p-GaN殻を用いたデバイスの作製を行い、光学特性の比較検討を行った。 

【実験方法】Sapphire 基板上に MOVPE 法により n-GaN ナノワイヤ、GaInN 系量子殻活性

層、p-GaN殻を成長させた。p-GaN殻成長時に TMG流量を 24sccmと 48sccmに変化させた

結果、48sccm では、24sccm よりも p-GaN殻の c 面が減少し、r 面が増加した。この２種類

のサンプルを用いてデバイス作製を行い、光学特性評価を行った。光学特性評価には、SEM

観察、I-V-L測定を行った。結果を Figure1 (a)〜(j)に示す。 

【結果と考察】TMG流量の異なるデバイスの I-V-L測定結果を Figure1(c)(d)、発光スペクト

ルを Figure1(e)(f)、ITOスパッタ前後の SEM像を Figure1(a)(b)(g)(h)、発光写真を Figure1(i)(j)

に示す。TMG流量 48sccmでは、I-V特性は高抵抗ではあるものの光出力は 24 sccmより最

大 4.7 倍増加した。欠陥の多い c 面の p-GaN殻への電流注入が減り、欠陥による赤色発光が

抑制された。また、r面と直径が増加するこ

とで、ITOが下部までより均一に付き、電流

が広がったためと考えられる。 

 

 
Figure1 (a)(b)24sccm and 48sccm SEM image after MOVPE, respectively (c)I-V characteristics (d)I-
L characteristics (e)(f)24sccm and 48sccm EL spectra, respectively (g)(h)24sccm and 48sccm SEM 
image after ITO sputtering, respectively (j)Defect luminous of 24sccm (j)Luminous photo of 48sccm 
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